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論文の内容の要旨

　本研究では，スパッタリング法とイオン注入法を用いてSi02ガラス中へのW族及びV族元素物質の埋め込みを

行い，さらに熱アニーリング法を併用して，形成される微粒子のサイズ分布や粒子の化学的な状態などの制御を

試みた。その微粒子の状態や発光特性について詳しく調べ，これら種々の物質の発光のメカニズムを明らかにす

ることを目的としている。まず，SbをSi02ガラス申に埋め込んだサンプルを作製し，ラマン散乱法での評価によっ

て微粒子の平均粒径の変化を調べている。また，スパッタ法でSΩやBiなどのサンプル作製を行い，新しい発光

体を確認した。

　また，イオン注入法を用いてBiを埋め込んだSi02ガラスの発光は，アニーリング温度や注入B1の量によって

その発光強度が著しく変化することを観察した。さらに発光と吸収の測定，TEM観察，およびXPS測定を行い，

このBi注入されたSi02ガラス申に存在する微粒子の状態と発光の関係について調べ，このBi注入されたSi02から

の発光は，イオン注入法によって生じる，Si02の欠陥とBiの酸化物の存在にはよらないことが推論できた。発

光要因として，微粒子の特異な表面状態とSi02マトリックスの界面での相互作用によって生じた特殊な結合状態

や未結合手などの存在によって引き起こされていることが考察されている。また，Bi，SnやSb粒子を埋め込ん

だS102ガラスによる発光が，物質によらず，いずれも似通ったエネルギー位置にピークを持ち，同じような挙動

を示すことからも，これらの発光には微粒子を形成する物質よりも，マトリックスとしてのSi02の存在が大きく

関与していることもこの考察を支持する。

　本研究で取り上げた物質の発光で，微粒子表面とSi02マトリックスとの複雑な相互作用を起こす可能性は十分

にあり，その表面において，吸収と発光が生じている事が強く推察され，Si02マトリックスと微粒子との界面の

状態がさまざまな微粒子発光の原因として重要視されるものであることが結論となっている。

審査の結果の要旨

　（1）スパッタリング法とイオン注入法を用いて，Si02ガラス中への1V族及びV族元素物質の埋め込みを行い，

さらに熱アニーリング法を併用して，形成される微粒子のサイズ分布や粒子の化学的な状態などの制御を試みた
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こと，（2）ラマン散乱法，断面TEM観察，発光と吸収の測定，およびXPS測定を行い，Si02ガラス中に存在す

る微粒子の状態と発光の関係について調べたこと，（3）その微粒子の状態や発光特性について特に詳しく調べ，

これら種々の物質の発光のメカニズムを明らかにするべく考察した研究は，その研究の独創性および，この分野

の発展に寄与した点に関して，評価できる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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